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-Przedmiotem wynalazku jest sposéb prowadzenia
procesu wytwarzania monokrysztaléw, stosowanych
przy wytwarzaniu pétprzewodnikéw.

Proces wytwarzania monokrysztaléw, np. krzemu
metodg Czochralskiego przeprowadza sie¢ w préz-
nioszczelnych komorach w atmosferze ochronnej
helu lub argonu. Polikrysztal krzemu stapia si¢ w
tyglu w temperaturze ok. 1400°C. Po stopieniu wsa-

~du do. cieczy zanurza sie zarodek monokrystalicz.
ny. Zarodek ten jest zamocowany na kolicu wrze-
ciona, posiadajacego ruch pionowy. Na zarodku
tym Kkrystalizuje monokrysztal krzemu, rosnacy
wraz z przesuwaniem si¢ wrzeciona z zarodkiem
do gory. Pary krzemu oraz réznego rodzaju zanie-
czyszczenia znajdujace sie¢ w materiale wyjSciowym
‘oraz gazie ochronnym, w trakcie topi/enia i wycig-
gania monokrysztalu przenoszg sie do goéry, osadza-
jac sie na goérnej cze$ci komory urzgdzenia oraz na
wrzecionie. Przy zwigkszeniu grubosci osadzanej
warstewki oraz przez ruch wrzeciona zanieczyszcze-
* nia sg zgarniane i dostajg sie na powierzchnie roz-
‘topionego krzemu. Rosngcy monokrysztal jest bar-
dzo wrazliwy na réznego rodzaju ciata obce, znaj-
dujace sie¢ mapowierzchni cieczy. Ledwie widoczne
nieuzbrojonym okiem wiracenia, plywajgce na po-
wierzchni roztopionego krzemu zostaja przeniesione
do miejsca, w ktérym ro$nie monokrysztal. Zakléca
to w powaznym stopniu dalszy jego wzrost.
W celu zapobiezenia opadaniu osadéw do tygla
. z roztopiong ciecza stosowane sg réznego rodzdju
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ostony. Ostony te sg klopotliwe w stosowaniu i tyl-
ko w nieznacznym stopniu zabezpieczajg powiengh-
nie cieczy przed zanieczyszczeniem wtraceniami.

Spos6b wytwarzania monokrysztaléw metodg we-
dlug wynalazku polega na wyprowadzeniu na ze_
wnatrz gazéw powstajacych w czasie topienia i wy-
ciggania - monokrysztaléw. Gaz wydostajacy si¢ z
komory powoduje dzialanie ssace, co umozliwia
jednocze$nie odprowadzenie zanieczyszczefi znajdu-
jacych sie na, lub w poblizu wrzeciona. Gazy z za-
nieczyszczeniami zostaja wyprowadzone przez otwo-
ry znajdujace sie w gérnej czeSci komory i roz-
mieszczone W poblizu wrzeciona, w odleglosci od
niego mniejszej niz /¢ §rednicy tygla. Wynalazek
ten umozliwia otrzymywanie monokrysztaléw o
znacznie wiekszej dlugoSci co bezposrednio wply-
wa na wydajno$§é procesu, niezaleznie od tego sto-
sowanie tego sposobu daje duze oszczedno$ci w zu-
zyciu materialéw pomocniczych oraz energii elek-
trycznej. Spos6b ten jest skuteczny w szerokim za-
kresie ci$niefn panujacych w komorze od 10—200
Tr. ‘

Proces otrzymywania monokrysztaléw wedlug
wynalazku przeprowadza sie w préznioszczelnej
komorze wyposazonej w otwory w -gérnej swej
czeSci. Gazy powstajace przy topieniu krzemu wy-
dostajg sie na zewnatrz komory przez wspomnia-
ne wyzej otwory. Razem z gazami, dzieki dzialaniu
ssgcemu wydostajg sie ré6wniez zanieczyszczenia w
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postaci pylu. Dla lepszega odprowadzenia zanie-
czyszczen, otwory w komorze polgczone sg z pom-
pa typu obrotowego.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb prowadzenia procesu wytwarzania mono-
krysztaléw, znamienny tym, ze gazy powstajagce w
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trakcie topienia i wyciggania monokrysztaléw wraz
z gazem ochronnym oraz zanieczyszczeniami w po.
staci pylu zostajg wyprowadzone na zewnatrz przez

5 otwory znajdujgce sie w gérnej cze$ci komory i roz-
mieszczone w poblizu wrzeciona w odleglo$ci od
niego mniejszej niz /2 $rednicy tygla.
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